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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

3次元磁気メモリのナノ磁性円柱は，プロセス状の制約により電界めっき法で作成
することが要求されており，その膜厚コントロールは重要である。本研究では，膜
厚を測定するために形成されためっき膜の段差を測定した。

実験
Experimental

一部にレジストをのせた111配向したPt下地層の上にCoPtをパルスめっき成膜した
ものを用意した。レジストを除去後，段差計(WS-021)で段差を測定した。

結果と考察
Results and Discussion

異なるめっき条件において段差を測定した。電流密度集中により，段差近傍でめっ
き膜が過度に成膜される影響も足底結果に現れたが，測定範囲を広く取ることでフ
ラットな膜表面と下地層の情報を同じスキャン中に得ることが出来，正確な段差を
測定することが出来た。
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